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CeOs2Al10の高圧低温下 X線回折 

X-ray diffraction study of CeOs2Al10 at high pressures and low temperatures 
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1   はじめに 

CeT2Al10(T=Fe, Ru, Os)は斜方晶YbFe2Al10型(空間群

No. 63, Cmcm)の結晶構造を形成する物質群である[1]。

CeRu2Al10, CeOs2Al10はそれぞれネール温度 TN ～ 27 

K, 29 Kで反強磁性転移を示すが，この反強磁性転移

は他の希土類サイトを換えた物質と比較するとド・

ジェンヌ則から二桁程高い TNをもつことで注目され

ている[2-3]。TN以下で中性子の実験から磁気モーメ

ントは観測されており，反強磁性磁気秩序であるこ

とは確かめられている [4]。しかしその高い TNを引

き起こしている原因は未だ解明してない。これらの

物質は電荷密度波(CDW)転移の可能性も示唆されて

おり[5], CDWが反強磁性を誘起しており，高い転移

温度の原因になっている可能性がある。CDW は結

晶構造の変化を伴うことから TN近傍における構造変

調・構造相転移に興味がもたれる。また，TN は

CeRu2Al10では PC ~ 4 GPaで，CeOs2Al10では PC ~ 2 

GPa で突然消失する。突然の消失は構造相転移の可

能性を示唆しており，PC近傍における構造の変化に

も興味が持たれる。我々はこれまで CeRu2Al10の高

圧下低温における放射光 X線回折実験を行い，TN，

PC近傍の構造の変化を調べてきた。これまでのとこ

ろ実験の精度内で CeRu2Al10において構造変調・構

造相転移は観測されていない。CeOs2Al10 では

CeRu2Al10では観測されなかった超格子反射が電子線

回折実験において観測されており[6]，放射光 X線回

折でも同様のものが見られる可能性がある。そこで

本研究では CeOs2Al10の TN近傍および PC近傍におい

て放射光 X線回折実験を行った。 

 

2   実験 

CeOs2Al10の単結晶は Al 自己フラックス法で育成
した。X 線用の試料は乳鉢で粉末にした後，沈降法
で粒径を一定にした。X 線回折実験は 0.62Åの波長
の放射光 X線を用い，検出器としてイメージングプ
レートを使用した。圧力下の実験はダイヤモンドア
ンビルセルを用い，GM 冷凍機で冷却を行った。圧
力媒体としてメタノール：エタノール＝4:1 の混合
液を使用し，圧力はルビー蛍光法にて同定をおこな
った。 

 

3   結果および考察 

図 1に CeOs2Al10 の 1 GPaにおける TN (~30 K)の前
後である 20 Kと 40 Kの X線回折パターンを示す。
TNの前後においてピークの消失や新たなピークの出
現は観測されなかった。これは構造相転移がこの実
験の精度内(ピーク強度で 1%程度)ではないことを示
している。さらに各ピークの強度比も TN前後におい
てほぼ等しく構造変調も確認されなかった。 

図 2にCeOs2Al10の室温における格子定数の圧力変
化を示す。PN~2 GPa近傍において格子定数のシフト
などがなく，圧力に対して単調に変化している。こ
れはこの実験の精度内ではPN近傍において構造変調
がないことを示している。 

本研究により TNおよび PN近傍において構造変調
がない可能性が高く，存在しても非常に小さいこと
がわかった。今後，単結晶構造解析などのより精度
の高い実験が望まれる。 
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図. 1: 1GPaにおける CeOs2Al10の一次元

化した X線パターン。 
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図. 2: 室温における CeOs2Al10の常圧で

規格化した格子定数の圧力依存

性。 
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